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	8.4.2　存放产品的环境温度为-20 ℃～40 ℃，相对湿度为30%～85%。
	8.4.3　仓库内不应有有毒有害气体、易燃、易爆产品及有腐蚀性的化学物品，并且应无强烈机械振动、冲击和强磁场作用
	8.4.4　包装箱应垫离地面不低于20 cm，距离墙壁、热源、冷源、窗口及空气入口不应小于50 cm。
	8.4.5　贮存期不超过12个月。若在制造厂存放期超过12个月，则应在出厂前重新进行交收检验。
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